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1 . Le present rapport est le rapport d'examen preliminaire International, etabii par Padminlstration chargee de Pexamen 
preiimlnalre international en vertu de I'article 35 et transmis au deposant conform6ment a I'article 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la presents feuille de couverture. 

3. Ce rapport est accompagne d'ANNEXES, qui comprennent : 

a. 13 un total de (envoye'es au deposant et au Bureau international) 5 feuilles, deflnles comme suit : 

H les feuilles de la description, des revendlcations ou des dessins qui ont et6 modifies et qui servant de base 
au present rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisees par la presente administration (voir 
la regie 70.1 6 et Pinstruction administrative 607). 

IS des feuilles qui remplacent des feuilles precedences, mais dont la presents administration considere qu'elles 
contiennent une modification qui va au-dela de Pexpose de invention qui figure dans la demande 
Internationale telle qu'elle a ete d6posee, comme il est indique au point 4 du cadre n° I et dans le cadre 
supplemental. 

b. □ (envoye'es au Bureau International seulement) un total de (preciser le type et le nombre de support(s) 

eiectronique(s)) , qui contiennent un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, deposes 
sous forme eiectronique seulement, comme il est indique dans le cadre supplemental re relatif au listage de la ou 
des sequences (voir Pinstruction administrative 802). 



4. Le present rapport contient des Indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 

Base du rapport 
Priorite 

Absence de formulation d'opinlon quant a la nouveaute, Pactivlte inventive et la 
possibility d'application Industrielle 

Absence d'unite de {'invention 

Declaration motiv6e selon Particle 35.2) quant a la nouveaute, Pactivite inventive et la 
possibility d'application industrielle; citations et explications a Pappui de cette declaration 

Certains documents cites 

Certalnes irregularites dans la demande Internationale 
□ Cadre n° VIII Certalnes observations relatives a la demande Internationale 
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Formulalre PCT/IPEA/409 (feuille de titre) (avril 2005) 



RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 
SUR LA BREVETABILITE 



Demande internationale n° 
PCT/FR2004A)50742 



Case No. > Base du rapport ^ 

1 . En ce qui concerne la langue, le present rapport est etabli sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a et§ deposee, sauf indication contraire donn6e sous ce point. 

□ Le present rapport est 6tabli sur la base de traductions realisees k partir de la langue d'origine dans la 
langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche internationale (selon les rfegles 12.3 et 23.1. b)) 

□ la publication de la demande internationale (selon la regie 12.4) 

□ I'examen pr6liminaire international (selon la rfegle 55.2 ou 55.3) 

2. En ce qui concerne les elements* de la demande internationale, le present rapport est Etabli sur la base des 
elements suivants (les feuilles de remplacement qui ont ete remises a I'office rScepteur en r6ponse a une 
invitation faite conformSment & I'article 14 sont considfrees dans le present rapport comme "initialement 
dgposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.) : 



Description, Pages 

1 -22 telles qu'initialement cteposSes 

Revendications, No. 

1-26 regue(s) le 18.04.2006 avec lettre du 1 8.04.2006 

Desslns, Feuilles 

1£-5/5 telles qu'initialement d6pos6es 

□ En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
supplemental relatif au listage de la ou des sequences. 

3. □ Les modifications ont entrame Pannulation : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (pr&ciser) : 

4. S Le present rapport a 6te 6tabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete consid§r6es 
comme allant au-deia de I'expose de ('invention tel qu'il a 6t6 depose, comme il est indiquS dans le cadre 
supplemental (r&gle 70.2.cj). 

□ de la description, pages 

M des revendications, nos 1 , 20 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (prSciser) : 

* Si le cas visS au point 4 s 1 applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent 
etre revetues de la mention "remplace" . 



Formulalre PCTrfPEA/409 Oanvler 2004) 



RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 
SUR LA BREVETAB1LITE 



Demande Internationale n° 
PCT/FR2004/050742 



Cadre n° V Declaration motivee selon Particle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
possibility d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 



Possibility d'application industrielle Oui: Revendications 1-16 

Non: Revendications 

2. Citations et explications (rfegle 70.7) : 
voir feuille separee 



Formulaire PCT/I PEA/409 Qanvler 2004) 



1. Declaration 
Nouveaute 



Oui: Revendications 

Non: Revendications 

Oui: Revendications 

Non: Revendications 



1-19, 22, 23, 25, 26 

20, 21,24 
1-19 

20-26 



Activit6 inventive 



RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

SUR LA BREVETABILITE 

(FEUILLE SEPAREE) 



Demande intemationale n° 
PCT/FR2004/050742 



Concernant le point I: 

Deux modifications introduites avec la lettre du 18.04.2006 conduisent a etendre I'objet de 
la demande au-dela du contenu de la demande telle quelle a et6 deposee. Elles vont par 
consequent a I'encontre des dispositions de Particle 34(2) b) PCT. 

La premiere modification concemee est la suivante: 

La revendication 1 qualifie le contact ohmique de "metallique". Dans la demande telle que 
deposee, il est fait reference a des composes m§talliques, mais pas a un contact ohmique 
metallique. 

En consequence, ce rapport est etabli comme si le mot "metallique" apres I 1 expression 
contact ohmique" avait ete enleve (Regie 70.2(c)). 

La deuxieme modification concernee est la suivante: La revendication 20 se refere 
maintenant k toutes les revendications de procede. Un tel ensemble de combinaisons de 
caracteristiques n' est pas d§crit dans la demande initiale. En consequence, ce rapport est 
etabli comme si la revendication 20 n* avait pas ete modifiee (Regie 70.2(c)). 



Concernant le point V. 

II est fait reference au document suivant: 

D1 : US 6 274 892 B1 (HOBART KARL ET AL) 14 aout 2001 (2001-08-14) 

Le document D1 decrit, voir colonne 6, ligne 66 - colonne 8, ligne 4 ainsi que colonne 9, 
ligne 23 - colonne 10, ligne 67. 

- P implantation, localisee ou non, de platine dans la surface d'un substrat de silicium 

- PadhSsion moleculaire de la face implantee de ce substrat a un autre substrat de silicium. 

- un traitement thermique pour ameliorer I' adhesion a une temperature de 400 a 700°C. 



Formulate PCT/Feullle s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-]anvier 2004) 



RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

SUR LA BREVETABILITE 

(FEU1LLE SEPAREE) 



Demande internationale n° 
PCT/FR2004/050742 



Eventuellement, I' autre substrat est soumis lui aussi a une implantation de platine dans la 
face destinee a etre mise en contact avec le premier substrat. 

La temperature est largement suffisante pour provoquer la formation de siliciure de platine 
dans les regions implantees. 

Par consequent, l'objet de la revendication 1 difffere de D1 en ce que les composes 
metalliques forment un contact ohmique au niveau de interface des deux substrats, alors 
que dans D1, le siliciure est forme en profondeur, loin de I 'interface, voir revendications 2 
et 3. Une autre difference est que I' alliage se fait avec les deux plaques, ce qui signif ie 
pour P homme du m§tier que la profondeur d 'implantation des especes metalliques doit 
etre faite suffisamment proche de la surface et non pas en profondeur. 

L'objet de la revendication 1 est done nouveau (article 33(2) PCT). 

Le probleme que la presente invention se propose de r§soudre est celui de la realisation d' 
un contact ohmique entre deux plaques, voir page 1 , lignes 6-9. 

La solution de ce probleme proposee dans la revendication 1 de la presente demande est 
consid£ree comme impliquant une activite inventive (article 33(3) PCT), et ce pour les 
raisons suivantes : 

D1 n' ayant pas trait a la formation d' un contact ohmique a I' interface de deux substrats, 
rien ne peut pousser I 1 homme du metier a envisager de diminuer la profondeur d 
'implantation du platine pour former du siliciure a P interface. 

Les revendications 2-19 dependent de la revendication 1 et satisfont done egalement, en 
tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveaute et 
I'activite inventive. 

La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans I'Article 33(1) PCT, 
l'objet des revendications 20, 21 et 24 n'etant pas conforme au critere de nouveaute defini 
par I' Article 33(2) PCT: 



Formulate PCT/Feuille separee/409 (feuil!e2) (OEB-Janvier 2004) 



RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

SUR LA BREVET ABILITE 

(FEUILLE SEPAREE) 



Demande intemationale n° 
PCT/FR2004/050742 



En se referant aux figures 13 et 14 ainsi que colonne 1 1 , lignes 1-41 de D1 , on peut voir 
qu 1 il y est decrit un dispositif compose de deux substrats en silicium assembles par 
adherence moleculaire, avec, a I' interface, du siliciure de tungstene 123. Aussi, I'objet de 
la revendication 20 manque de nouveaute. 

L'objet des revendications 21 et 24 etant connu de D1 , ces revendications manquent aussi 
de nouveaute. 

Les revendications dependantes 22, 23, 25 et 26 ne contiennent pas de caracteristiques 
qui, combinees avec les caracteristiques d'une quelconque revendication a laquelle elles 
se referent, satisfont aux exigences du PCT en matiere de nouveaute et d'activite inventive 
(Article 33 2) et 3) PCT) 



Formulaire PCTTFeullle separea/409 (feullle 3) (OEB-Janvler 2004) 
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REVENDIC&TIONS 



1. Proced6 de scellement de deux plaques 
(2, 12) de materiaux semi-conducteurs, comportant : 
5 - une 6tape d' implantation d' especes 

metalliques (4) dans au moins la premiere plaque r a 
travers une surface d' assemblage avec la deuxieme 
plaque r 

- une etape d' assemblage de la premiere et 
10 de la deuxieme plaque, par adherence moleculaire, 

- une etape de formation de composes 
metalliques, formant un contact ohmigue mSt alligue 
entre les deux plaques au niveau de 3/ i nterface 
d / assemblage de ces plaques, alliages entre les especes 

15 metalliques implantees et les materiaux semi- 
conducteurs des deux plaques. 

2. Proc6d6 selon la revendication 1, 
1' etape de formation de composes metalliques resultant 

20 d'un traitement theriuique & une temperature au moins 
egale a la temperature de formation desdits composes, 

3. Proced6 selon la revendication 1 ou 2, 
1' implantation d' especes metalliques etant realisee a 

25 une profondeur (Rp) comprise entre 5 ran et 20 nm sous 
la surface (6) de la plaque implant6e. 

4. Proced6 selon l'une des revendications 
1 a 3, 1' implantation d'especes metalliques etant 

30 realisee a une dose comprise entre 10 14 et quelques 10 18 
especes/cm* . 
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5. Proc§d6 selon l'une des revendications 
1 a 4, comportant en outre, avant assemblage , une 
etape, d' amorphisation destin6e a rendre amorphe tout 
ou partie de la couche superf icielle de la premiere 

5 plaque. 

6. Procede selon la revendication 5/ 
1' etape d' amorphisation comportant le d6pot, avant 
et/ou apr&s implantation d'especes metalliques, d'une 

10 couche de materiau amorphe. 

7. Proced6 selon la revendication 5, 
1' etape d' amorphisation comportant une implantation de 
la surface, par example par de l'hydrogene ou des 

15 esp^ces mfetalliques, 

8. Proced6 selon l'une des revendications 
1 a 7, les plaques etant chacune en un materiau choisi 
parmi le silicium, l'arsfeniure de gallium (GaAs), le 

20 SiC (carbure de silicium) , le InP (Phosphure d r indium), 
le Germanium (Ge) , le silicium - Germanium (SiGe) - 

9. Proc6d6 selon l r une des revendications 
1 a 8, les esp^ces implantees 6tant des especes Nickel 

25 et/ou palladium et/ou Cobalt, et/ou Platine, et/ou 
Tantale, et/ou Tungstene, et/ou Titane, et/ou Cuivre* 

10* Proced6 selon l'une des revendications 
1 a 9, l'une au moins des plaques (12) etant une 
30 het6rostructure, par exemple de type SOI. 



vm/^d at the EPOon Apr 18. 2006 16:11:09. Pr;:;.* 
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11. Procede selon l'une des revendications 
1 a 10, l'une au moins des plaques 6tant amincie, apres 
assemblage ou apres l'etape de formation des composes 
metalliques. 

12. Proced6 selon l'une des revendications 
1 & 11, l'une au moins des plaques etant une structure 
demontable. 



10 



13. Procede selon l'une des revendications 
1 k 12, l'une au moins des plaques comportant un plan 
de fragilisation. 

14. Procede selon la revendication 13 la 
15 plaque comportant un plan de fragilisation etant 

amincie par fracture le long dudit plan de 
fragilisation, apres assemblage ou apr6s l'6tape de 
formation de composes metalliques - 

20 15. Proc6d6 selon l'une des revendications 

1 a 14, l'une au moins des plaques comportant au moins 
un circuit ou une couche de circuits sur, ou pres de, 
sa face & assembler- 

25 16, Proc6d6 selon l'une des revendications 

1 a 15, l'6tape d' implantation d'esp£ces metalliques 
Stant realis£e & t ravers un masque (30) pour obtenir 
des zones d r implantation locales (32, 34). 

30 17. Proc6d6 selon l'une des revendications 

1 a 15, comportant en outre la formation d'une couche 
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d'isolant (20) sur la premiere plaque, avant son 
implantation d'especes metalliques. 

18. Proc6d6 selon l'une des revsndications 
5 1 a 17 , comportant en outre, apres implantation 

d'especes m6talliques r une §tape d' amincissement de la 
plaque implants. 

19. Procede selon l'une des revendications 
10 1 a 18, la premiere plaque comportant au moins une zone 

isolante (48 , 50) localisee en surface permettant 
d'obtenir des zones (54) d' implantation locales* 

20. Structure composee de deux substrats de 
15 mat^riaux semi-conducteurs assembles par adherence 

moleculaire, obtenue par un proc6d£ selon l r un6 des 
revendications 1 a 19 , et presentant, au niveau de 
1' interface d' assemblage, des zones localises (42, 44, 
54, 56, 64) de composes m6talliques, ces composes 
20 metalliques etant des alliages des materiaux semi- 
conducteurs des substrats au niveau de 1' interface 
d' assemblage et d'au moins un m6tal choisi parmi le 
nickel, le palladium, le cobalt, la platine, le 
tantale, le tungstene, le titane, le cuivre. 



25 



21. Structure selon la revendication 20 , 
les mat6riaux semi-conducteurs etant choisis parmi Si, 
GaAs, SiC, InP, SiGe. 



Hved at the EPO on Apr 1 8, 2006 16:11 :09. P?~~* % j 
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22. Structure selon la revendication 20 ou 
21, 1'un au jnoins des substrats etant une 
het§rostructure , 



5 23. Structure selon 1'une des 

revendications 20 a 22 , l'un au moins des substrats 
etant un film mince. 

24. Structure selon l'une des 
• 10 revendications 20 & 23, l'un au moins des substrats 

comportant des composants electroniques et/ou optiques 
et/ou mecaniques. 

25. Structure selon l r une des 
15 revendications 20 & 24, l'un des substrats etant un 

film mince (41) en silicium comportant des circuits RF 
(43, 45). 

26* Structure selon la revendication 25, 
20 1' autre substrat (40) etant en silicium de forte 
resistivite- 
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